Modelo EKV

O modelo EKYV foi desenvolvido pelos pesquisadores C. C. Enz, F. Krummenacher e E. A.
Vittoz, dai as iniciais, € € um modelo compacto, totalmente simétrico e abrange todos os

modos de operagao e regioes de trabalho. A Corrente |5 € composta por duas outras
correntes, a direta I- e a reversa Ig.
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Equacgbes do Modelo EKV
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Regiées e Modos de Operacéo
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Aproximacéo para Inverséao Fraca

Na inversao fraca o coeficiente de inversao € muito pequeno, IC<<1
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Aproximacé&o para Inverséao Forte

Na inversao forte o coeficiente de inversao € muito grande, IC>>1
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Solucéo da Equacéao Implicita pela Fungcdo LambertW(x)

A equacao implicita do EKV permite aproximacdes para a inversdo fraca e a forte,
porém, para IC proximo de 1, inversao moderada, nao é possivel fazer aproximacoes.
Entretanto existe uma solugao exata para /- pela fungdo LambertW(x).

A Funcdo LambertW(x)

x=ye —> y= LambertW(x)

Algumas Propriedades da Funcdo LambertW/(x)
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Calculo de |4
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Efeito de Modulacao de Canal e DIBL

Podemos usar o modelo do Lambda com a fungdo LambertW, e
manter a simetria do modelo.
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Modulacéao de Mobilidade — Possivel Implementacao
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Curvas Caractristicas
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Parametros de Pequenos Sinais
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Todas as Regides e Modos de Operacao
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Modelo de Pequenos Sinais
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Expressoes para o Transistor PMOS

Da mesma forma que o transistor NMOS, o PMOS pode ser equacionado no modelo
EKV através da funcido LambertW, bastando fazer as seguintes transformacoées de
variaveis na modelagem do NMOS:
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Transcondutéancia do Amplificador Diferencial em Funcdo do Coeficiente de Inversdo
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Equacbes do modelo EKV na saturagao — I=>>/;
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